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わずか1.5Wの消費電力で360MIPSの処理性

能を持ち,圧縮画像の伸長やグラフィックス処理に

用いられているSH-4の開発をはじめ,日立製作所

は,あすの電子デバイスを担う新製品,新技術の開

発に鋭意取り組んできている｡

半導体分野では,他社に先駆けて開発した0.18

トmプロセス技術のASIC,世界初の256Mビソト

チップを搭載したフラッシュメモリカード,携帯電話

用高性能高周波ICなどがある｡

ディスプレイの分野では,CRT並みの広視野角を

持つスーパーTFTモジュールや,省スペースのカラ

ーディスプレイ管を製品化した｡

製造装置では,各種のCVD装置,ECR方式を改

良した絶縁膜エッチング装邑テスタと一体化した,

歩留り向上支援システムなどを製品化した｡
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近年のエレクトロニクス技術の発展は目覚ましく,顧客ニーズはますます多様化している｡SuperHマイコン

やフラッシュメモリなどの知的資産を生かして,システムソリューションを実現する製品群の充実を図っている｡

256Mビットフラッシュメモリ搭載の大容量カード

狼;Mビットフラッシュメモリを搭載した大容量朗OMバイトのPC-ATAカードと,192Mバイトのα(払m阿tFla5hnt)カ

ードを開発した｡新たに開発した2溺Mビットフラッシュメモリでは,0.茄けmプロセスで大容量化を実現している｡
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フラッシュカードの次世代製品として損大記憶

容量640MバイトのPC-ATAカードと,192Mバイ

トのCFカードを開発した｡

ディジタルカメラや携帯型情報械器などの外部

記憶媒体として需要が大きく伸びているフラッシュ

カードには,画像の高精細化に伴い,大容量化が

求められている｡

このニーズにこたえるために,従来の4倍の記

憶容量を持つ256Mビットフラッシュメモリを三

菱電機株式会社と共同で開発した｡このメモリで

は,0.25l⊥mの微細加工技術を採用することによ

り,従来の64Mビットフラッシュメモリと同程度

の140nlImコのチップサイズを実現した｡

このフラッシュメモリを搭載した,PC-ATAカ

ードとCFカード用のコントローラも新たに開発

した｡これらのカードでは,標準のPCMCIAイン

タフェースに対応した専用コントローラを使い,

日立製作所のSHマイコン内蔵のCBIC(CellBased

W▲ユ･

256Mビットフラッシュメモリのチップ
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IC)を採用している｡高速書き換えを実現するた

めに,複数のフラッシュメモリをインタリーブ

(交互配置)動作させることにより,カードとして

の書き換え速度で毎秒3Mバイトを達成した｡こ

れは,従来のフラッシュカードの5､10倍の高速

化を実現したもので,画像や音声など大容量のデ

ータ転送に適している｡また,ECC(ErrorCorrec-

tionCode)機能を搭載して,高信頼度も実現して

いる｡

大容量化では,256Mビットフラッシュメモリ

TCP(TapeCarrierPackage)を2段積み重ねる積層実

装技術により,最大容量640MバイトのPC-ATA

カードと,192MバイトのCFカードを実硯した｡

640Mバイトの容量は,音声録音で10時間以上,

静止画像ではディジタルカメラのノーマルモード

で約5,000枚の格納を可能にした｡

(発売予定時期:1999年1月)
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フラッシュメモリとフラッシュカード
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メモリLSl用不良解析システムーウェーハ検査とWFBMの同時取得-

メモリLSIの不良情報をウェーハ状態で日動収得,表示するとともに,不良メモリセルの分布状態によってその

不良を約30のモードに分類,集計し,そのモードからデバイスの不良発生屑を推定するシステムを開発した｡

ナl一乞導体の新製品の生産開始初期で発生する不良の

多くは,製造L程の大半を占める前工程プロセスに

起因する｡特に微細化などプロセス技術の最先端を

いくメモリLSIでは,その傾向がノくきい｡このため,

新製品を早期に立ち上げるには,製造工程中の不良

要因を把捉してその原因を究明し,歩留り向L期間

の短縮を支援するシステムを開発する必要があった｡

従来,メモリ虻の不良解析にはFBM(FailBitM叩)と呼

ばれる不良情報の表示方法が佗月]されている｡これ

をウェーハレベルで表示させたものがWFBM(Wafbr

FBM)である｡

開発したシステムでは,ウェーハ検査と同時に

WFBMの取得が可能であり,従来の不良解析に比べ

てデータの量と速さを大幅に改善している｡このシ

ステムは,1997年4月から16MビットDRAM系対応の

解析システムとして量産ラインに適用した後,糾M

ビットDRAM系対応の新システムに移行し,国内外

の拠点で稼動している｡

メモリテスタからのデータはFIiM並列口動取得装

置内のWS(Wo血station)でテスト中に蒋列同時取得さ

れ,データサーバ内へ自動転送される｡その後,

EWS(Engille血ngWS)により,WFBMの表示やモー

ド分類などの解析処理が可能になる｡また,そのデ

ータを事務所のEWSやパソコンでも表示することが

できる｡

モード分類とは,テスタで取得したメモリのパス

(合格)とフェイル(不合格)のビット列データを読み

込み,あらかじめ指滋されたパラメータにより,フ

ェイルビソトのパターンのX方向のライン性不良,

Ⅹ方向のライン性不良の連続といった約30種の不良

に分類するものである｡

このWFBM表示とモード分類で前工程のプロセス

異常を早期に検出し,異常t程の是正を迅速に行う

ことにより,青嵐I士二ち上げ工数を50%削減すること

ができるようになった(従来機比)｡今後は,256Mビ

ットと1GビットDRAM用にデータ処理の高速化を

図り,モード分類をさらに知識化して,推論機能を

持ったインテリジ工ントシステムへ発展させていく｡

この解析システムのWFBM表示機能とモード分煩

機能は,日寸∵電子エンジニアリング株i〔会社が販売

している｡

(発売時期:1卵7年12月)
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WFBM解析システムの構成と適用効果

注:△(従来品;歩留り向上期間が1.0)

○(適用品;歩留り向上期間が0.5)
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上段TCP

下段TCP
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テープキャリヤパッケージ(TCP)積層技術を使った大容量モジュール

ゝ､
従来薄型パッケージ

＼
プリント基板 プリント基板

TCP積層モジュール(左)と従来パッケージモジュール(右)断面構造の比較

TCPモジュールの実装写真

TCP積層モジュールの構造と実装外観

上段TCP

下段TCP

コンピュータ機器のメインメモリとして使用さ

れるメモリモジュールでは,機器の高性能化･ソ

フトウェアの人容量化に伴い,必要とされるメモ

リ容量も増大している｡一方,ノートパソコンに

代表されるように機器のスペースは年々小さくな

り,メモリモジュールでも高密度化が強く求めら

れている｡

従来のメモリモジュールでは,標準外形の中で

搭載できるメモリの容量と搭載数が限定されてい

たが,超薄型のTCP(TapeCarrierPackage)を基板

上に2段に積層搭載する三次元実装技術を用いる

ことにより,従来の薄型パッケージを搭載したモ

ジュールに比べて,同一サイズで2倍の容量を実

硯することに成功した｡

この技術を用いて,64MビットDRAMを搭載し

た256Mバイトの168ピンモジュールと,128Mバ

イトの144ピンモジュールを1998年4月から量産し

ている｡現在は,256MビットDRAMを搭載した

業界最大容量の】Gバイトの168ピンモジュールの

製占占化を進めている｡

大容量フラッシュメモリ内蔵のSuperHRISCエンジン

近･年,マイコン組込み電子機器では,プログラ

ム規模の増大や製品開発期間の短縮,制御データ

の調整などのため,開発から量産までの各二+二程で

のプログラムの書き換えやデータ調整が可能なフィ

ールドプログラマビリティが求められている｡こ

のようなニーズにこたえるため,フラッシュ内蔵

マイコン｢F-ZTAT川(Flexible Zero Turnaround

Time)マイコン+シリーズに,今回,フラッシュメ

モリをさらに大容量化した｢SuperHl'トTファミリー+

製品を投入した｡

今回製品化した"sH7055F”は,業界最大容量

512kバイトのフラッシュメモリを内蔵し,"SH-2”

CPUコアは最高動作周波数40MHzで52MIPSの性

能を持ち,さらに単精度FPU搭載により,処理性

能を飛躍的に向上させている｡そのほか,最高65

本の入出力が可能なタイマ,SCI,Bosch CAN

Ver.2.OB activeに準拠したCAN(2チャネル)など

を搭載しているので,自動車のパワートレイン制

御などの組込み制御応用の分野で,高機能･高性

能のシステムを実現することができる｡

58

LI...j
..L】Ⅰ.U一⊥1_L=圭∴.+,.⊥ムi.÷.i

王Il

業界最大容量512kバイトフラッシュメモリを搭載した

"sH7055F”のチップ写真
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システムLSlに対応する0.18ドmASIC

システムLSIには,多彩な機能の凝縮とともに,

′J､刊化,高速化,低消費電ノJ化が求められる｡こ

のニーズにこたえるため,0.35l⊥mプロセスを採

用したシステムASICとして,CPU搭載l⊥CBIC

｢HG73Cシリーズ+と,CPUに加えてDRAMのオン

チップも可能とするDRAM混載ASIC｢HG73Mシ

リーズ+を量産中である｡DRAM搭載により,メ

モリ バス ネックを解消し,高性能システムを実

規する｡

そして現在,R立製作所のシステムASICは

0.35!_=mから0.18l⊥mへのプロセス微細化の最中に

ある｡この0.18トtmプロセスによるシステムASIC

の先駆けとして,セルベースIC｢HG75Cシリーズ+を

製品化した｡HG75Cシリーズでは,0.18けmCMOS

プロセス(5層メタル配線技術)の採用により,

HG73Cシリーズと比べて5倍の集積度,÷以下の
消費電力,そして,2､3倍の高速動作を可能とす

る｡CPUコア"SH3-DSP''とともに,アナログほかの

モジュールも掟供する｡さらに,0.18l⊥mDRAM混載

ASIC｢HG75Mシリーズ+もラインアップを予定し

ている｡〕

(HG75Cのリリース時期:1998年7月)
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小型化･高集積化が進む日立製作所のASIC

GSM/DCS1800デュアルバンド対応高周波信号処理LSl

近年,市街地での携帯電話のチャネル小足に対

応できるデュアルバンド機の需要が増えており,

それに伴って,高周波信号処理部のいっそうの高

集積化が強く望まれている｡

0.6トm BiCMOSプロセスによるデュアルバンド用高

周波アナログ信号処理LSl"HD155121F”のチップ写真
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1998

これにこたえるため,英国のシステムコンサル

タント会社のTTPCommunicationsLtd.と共同で,

デュアルバンド送受信部を1チップに集積した高

周波アナログ信号処理LSI"HD155121F”を開発し,

製占占化した｡

このLSIでは,GSM(GlobalSystenlforMobile

Communications),DCS(DigitalCellularSystem)

1800のデュアルバンドの送受信に必要な高周波ア

ナログ部の大半の機能を内蔵し,パッケージを

L(〕FP48ピンとすることにより,実装面積を大幅

に低減した｡また,ベースバンドを含めたシステ

ム評価では,GSM帯域で-107dBm,DCS1800帯

域で-106dBmの受信感度特性をそれぞれ得ており,

性能面でも仕様に対して卜分にマージンのある特

性を得た｡今後のいっそうの高集積化･低消費電

力化の要求にこたえるために,0.35l瓜BiCMOS

プロセスを用いて,低維音増幅器とPLL(位相同

期ループ)シンセサイザを内蔵したGSM/DCS1800/

PCS1900のトリプルバンド処理LSIを開発中である｡

この技術を基に,W-CDMA(広帯域符号分割多元

接続)などの他システムへも展開を図っていく考え

である｡ (HD155121Fの発売時期:1998年12月)

1999
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プラスチック型通信用レーザダイオlド
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通信網の光化は,幹線通信だけにとどまらず,

加入者系にも広がりつつあり,加入者系通信用光

源となるレーザダイオードには,低価格,広温度

範囲動作,小型で取り接いの容易さが求められて

いる｡

このニーズにこたえるため,日立製作所は,カ

ナダのNorthernTelecom社と共同で,両者の技術

を結集し,155､622Mビット/s用の波長1,310nm,

光出力0.4mWのプラスチックミニDIL(DualInline)

型レーザダイオード"HL1328DJS”を製品化した｡

この製品では,V溝付きシリコン基板上に,レ

ーザダイオードチップとファイバをレーザダイ

…川仙刷u胤･吼‖h剖州刷 オード非動作で精度よく組み立てる方式の導人に

より,量産件の向上を阿った｡また,プラスチッ

プラスチック型通信用レーザダイオード"HL1328DJS”ク封止の採用により,従来の同軸型に比べて体積
で40%の小型化と,低価格を実現した｡動作温度

範囲は-40､＋85℃で,信頼性はBellcore983に準

拠している｡

今後は,2.5Gビット/s用ミニDIL型レーザダイ

オードや,155Mビット/sと622Mビット/sの受信

用プラスチックミニDIL型PIN増幅器をラインア

ップ化する計画である｡

(発売予定時期:1999年4月)

高出力･高効率の基地局用RFパワーMOSFETシリーズ

移動体通信では,チャネルの確保,通話品質の向

上を目指し,高周波化･広帯域化が進められている｡

また,次世代の移動体通信として,2.2GHz帯を世界

共通の周波数として用いたサービスも計画されている｡

このような移動体通信の基地局用電力増幅器の高

性能化の要求にこたえて,高出ノJ･高効率のパワー

MOSFET(電界効果トランジスタ)を開発し,シリー

ズ化した｡

サブミクロンCMOS(相補形MOS)プロセスをベー

スに,高耐圧化,高電流化,高周波化のデバイス

構造の最適化を行い,また,パッケージも含めた低

熟抵抗設計により,大出力化を達成した｡2GHz帯

の製品は内部にプリ整合回路を内蔵し,外付け回路

での整合を容易にしている｡これらにより,シリコ

ンMOSデバイスの特徴である高利得･低ひずみ符性

を実現することができた｡

今回開発したのは,今後サービスの拡人が計画さ

れている2GHz帯対応の4品種に,大出力の800MHz

帯対応の2品種を加えた計6品種である｡

(サンプル出荷予定時期:1999年1月)

職

型 名 2SK3170 2SK3171 2SK3172 2SK3173 2SK3174 2SK3175

推奨風波数(GHz) 2,14 2.14 1.96 1,96 0.86 0.86

出力電力(W) 120 60 130 70 280 140

ドレーン効率(%) 44 41 47 46 68 68

外 形 RFPAK-F RFPAK-G RFPAK･F RFPAK-G RFPAK-F RFPAK･G

新製品"RFPAK-F”の外観と開発品一覧
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ディスプレイデバイス

ディスプレイデバイスに対する高精細･高画質と省電力･省スペースという要求にこたえて,

カラーディスプレイ菅,液晶ディスプレイの新製品を開発,製品化している｡

モニタ用広視野角スーパーTFTモジュール

スーパーTFT方式により,(1)CRT並みの広視野角,(2)対角38cmのⅩGAと46emのSXGA対応の高輪椰,(31200cd/m2

の高輝度を実現したTITTモジュールを製品化した√〕

FPD(FlatPanelDisplay)モニタは,省スペー

ス･省電力の特徴と目に優しい(人に優しい)など

の利ノ､‡を牛かし,着実に需要が伸びている｡また,

パソコンのソフトウェアとハードウェアの高性能

化に伴い,ディスプレイに対しても大仰面化･高

精細化,表示画面の見やすさ向上への要求が高ま

っている｡

IPS(1n-PlaneSwitching)技術(スーパーTFT方式)

を採用したTFTモジュールでは,従来の液晶ディ

スプレイの課題とされていた視野角を大幅に改善

し,CRT蒋みの広視野角を実現した｡

また,IPSの広視野角特性は人画面ほどその効

果が人きく,すでに製品化している13.3型と14.1型

に加えて,今回新たに15型と18型を製品化した｡

15型(対角寸法38cm)ⅩGA(ExtendedGraphics

Array)対応スーパーTFTディスプレイの主な特徴

は次のとおりである｡

(1)表示画素数:1,024(水平)×768(垂直)画素

(2)輝度:200cd/mコ

(3)視野角:上下･左右とも160度以上

(4)画素ピッチ:0.297×0.297(mm)

15型(対角38cm)スーパーTFTモジュール
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(5)外形サイズ:(幅)350×(奥行き)19×(高さ)

265(mm)

(6)質量:1,700g

(発売時期:1998年12月)

また,広視野角の特徴をさらに生かした,大

画面･高精細の18ヲ壬=対角寸法46cm)sxGA

(SuperXGA)対ん♭スーパーTFTディスプレイは,

ハイエンドパソコンやワークステーションの用

途に適している｡

〔主な特徴〕

(1)表示画素数:】,280(水平)×1,024(垂直)画素

(2)輝度:200cd/m二

(3)視野角:_L下･左右とも160度以上

(4)両素ピッチ:0.279×0.279(mm)

(5)外形サイズ:(幅)415×(･奥行き)45×(高さ)

326(mm)

(6)質量:2β00g

(発売時期:1998年12月)

18型(対角46cm)スーパーTFTモジュール

モニタ用途の対角38cmと46cm広視野角スーパーTFTモジュール
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省スペース対応のデスクトップモニタ用高解像度17型,19型カラーディスプレイ管

済鞄観

ト'Lも､､

19型高解像度カラーディスプレイモニタ(開発品)

19型開発品モニタ 19型従来品モニタ

(モニタを上から撮影したもの)

省スペース対応のデスクトップモニタ用

意解像度カラーディスプレイ管

イ/

SOHO(SmallOffice,HomeOffice)の作業環境に

適したデスクトノプモニタが求められている｡こ

のニーズにこたえて,画由サイズは同じでモニタ

の奥行きを短縮した,17型と1哨当のカラーディス

プレイ管を製品化した｡製品化では,高性能と省

電力を特に考慮し,今後の主力製品として位置づ

けていく｡

〔主な製品仕様〕

(1)電子ビーム偏向角を従来の90度から100度と

し,全長を約40mm短縮

(2)日立製作所独自のEOS(Enhanced Optical

Structure)技術を川いて,発光効率を当社従来機

比で15%向上

(3)解像度向.Lと省電力対策として,新開発の

NEAT-MDF(NewEllipticalApertureTechnology

withMulti-StepDynamicFocus)電子銃と低消費電
力塑SS(Saddle-Saddle)偏向ヨークを搭載

(発売時期:17型は1998年6月,19型は1998年10月)

ノートパソコン用対角36cmTFT液晶ディスプレイ

マイコンやCD-ROMなどの進歩で,性能が急速

に向上しているノートパソコン用のTFT液晶ディ

スプレイに対して,高精細表示,大画面化,多色

表示,低消費電力などに加えて,薄型,狭額,軽

量化が求められている｡

このニーズにこたえて,薄型･軽量のノートパ

ソコン用の対角36cmTFT液晶ディスプレイを製

品化し,1998年5月から発売を開始している｡

〔主な特徴〕

(1)大画面:対角36cm

(2)小型･薄■才壬生:厚さ6.5mm(標準);外形304×

227(mm)

(3)軽量:590g

(4)高輝度,低消費電力:4.6W(150cd/mコ時)

(5)高精細表示:1,024(水平)×768(垂直)画素

(6)高効率バックライト:1灯サイドライト方式

ノートパソコン用対角36cmTFT液晶ディスプレイ
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製造･検査装置

マルチメディア時代を支える半導体,磁気ヘッドなどの電子デバイスの微細化プロセス対応と生産

性向上にこたえる,高性能,高コストパフォーマンスの各種製造･検査装置の製品化を推進している｡

0.18叫m以降のデバイスに対応したマイクロ波プラズマエッチング装置

0.18!⊥m以降の微紺加⊥を可能とする,新しい

バイアス技術を開発し,量産糊マイクロ波プラズ

マエッチング装置｢M-500,M-600シリーズ+に適

用した｡

新しいバイアス技術では,ウェーハに印加する

バイアス電力を適正に削御することにより,イオ

ンの入射エネルギーと供給量,さらには反応牛成

物の堆積量を制御することができる｡

この技術により,マイクロトレンチやノッチの

ない優れた形状制御性,およびマスク材料や卜地

材料との選択比の向上(特に,徴紺化に伴って,

ゲート膜エッチング装置に求められる滞膜卜地材

料との高い選択比)を実現することができる｡ま

た,微細化に伴うマイクロローディング効･果やチ

ャージアップ現象に対しても,改善の効果が得ら

れている｡

このバイアス技術は,新規装置への適用だけで

なく,従来機へのレトロフィット対応も可能で

ある｡

(発売時期:1998年1(川)

一-1■i--,.-】.¶一=′‾‾･ノ
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マイクロ波プラズマエッチンク装置｢M-600シリーズ+

開発･量産対応の直描用電子線描画装置

光露光との｢ミックスアンドマッチ+を考慮し

た,0.t3､0.18†1m対応の開発･量産向け市描朋

電子線描i軸装置を開発した｡

この装置の開発には,通商産業省の超先端電子

技術開発促進事業の一環として新エネルギー･産

業技術総合開発機構(NEDO)から委託を受け,技

術研究組合超先端電子技術開発機構(ASET)で研

究された成果の
-▲部を取り入れている｡

〔主な特徴〕

(1)外部振動や磁場に対して鳥耐環境性のある

EB(E】ectronBeam)電子光学の採用

(2)新型偏向器による一括露光パターンの秤類の
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/
増加(5セル→21セル)と,一一括セルマスクの自動

交換機能の採用

(3)EI∋用レジスト塗布･現像装置を含む装置と 開発･量産対応の直描用電子線描画装置

のシステム化

(発売時期:1998年12月)
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300mm径ウェーハ対応のプラズマアッシング装置

製
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300mm径ウェーハ対応プラズマアッシング装置
"pノし1300”

高スループットの枚葉式酸化･CVD装置

高スループット･低パーティクル･高稼動率の

枚葉式酸化･CVD(ChemicalVaporDeposition)装

置"vERTEX-Ⅶ”は,次世代の半導体デバイスに

対J心した装置である｡

〔主な特徴〕

(1)高スループット:ウェーハの2枚一括処理に

より,スループットを向上

(2)連続処理:2チャンバの設置により,異なる

プロセスの連続処理が可能

(3)新プロセス対応:今後採用が検討されるHSG

(HemiSphericalGrainedSilicon),Taヱ05膜,および

梅薄膜のゲート酸化膜の成膜が可能

(国際電気株式会社)
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半導体の高集積化とウェーハの大口径化に対応

する次世代アッシング装置として,低ダメージ惟

と高い処理能ノJを兼ね備えた300mm径ウェーハ

対応のプラズマアッシング装置"pA-1300”を製品

化した｡

〔主な特徴〕

(1)EMCP(ElectromagneticCoupledPlasma)の採用

による,低ダメージ･ハイレートアッシング

(411m/min以上,均･一性±5%)

(2)ダブルチャンバと高速搬送システムによる高

スループットアッシング(150枚仙)

(発売時期:1998年12月)
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根葉式酸化･CVD装置"VERTEX-Vll”



田歩留り向上を支援する検査･解析システム

･てL㌔導体ウェーハの不良原因の大半であると言わ
れる異物･外観小良や寸法不良をインライン検査

で早期に摘出し,プロセスヘ迅速なフィードバッ

クを行うことは,歩摺り向上の鍵である｡半導体

の高歩留り生産を実規するため,大量の検査･計

測･レビュー･分析データを処理し,有効な情幸Ii

を抽出する歩留り向上支援システム"MI-7000”を

開発した｡

検査･分析装置群で構成する"Mト7000”を中心

とする検査･解析システムでは,寸法計測データ,

異物･外観検沓データ,レビュー･分析装置によ

る‾画像解析データ,プローブテスタによる故障解

析データを有機的に結合し,トータルソリューシ

ョンを可能にした｡

(発売時期:1998ii三12月)

田高分解能FEB測長装置

～巨一号
現巧守王■

て1長久._､･

習藍鰊

㌍坪

高分解能FEB測長装置"S-9200”

半導体プロセス評価SEM

半導体の歩留りは,製造_L程でのウェーハ_1二の

果物･欠陥の管理がその鍵を握る｡

半導体プロセス評価SEM"S-7840”は,従来の

LSIの測長,形状評価,分析機能に加え,これら

異物･欠陥の自動レビュー機能(ADR),レビュー

した異物･欠陥の自動分類機能(ADC)を搭載する｡

これによって検査ラインの自動化が回れるととも

に,膨大なデータの収集により,データの統計的

分析が行える｡最大加速電圧は15kVで,電金属

化合物などの高感度Ⅹ線元素分析を可能とし,新

開発の電子光学系によって最高分解能4nmを実現

した｡最大60度の傾斜観察も叶能で,使い勝手の

向__Lも図った｡ (発売時期:1998年12月)
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歩留り向上支援システム
M】-7000

寸i チーク -ハ 検査チーク

□■u_■

-バ 画イテ一夕サーバ解析ステーカン

::クライアント

l∃

ブロープテスタシステム
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口
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FEB測長装置 異物模査装置 外観積査装置 プロセス評価 集束イオン プローブテスタ

SEM ビーム装置

歩留り向上を支援する検査･解析システム

半導体の高集積化が進むほど集積回路のパター

ンは微細化し,より高精度なパターン寸法管理と,

高分解能による加工形状の観察が不叶欠となる｡

また,時間当たりのウェーハ処理能力(スループ

ット)の向上も求められている｡これらの要求に

こたえて,FEB測艮装置"s-9200”を製品化した｡

新方式電子)ヒ苧系,高速搬送機構と高速自動測

長方式の抹川により,3nmの分解能,3nm(3げ)

の測艮再現性,および毎時45枚のスループットを

実現した｡

(発売時期:1り98年9ノ1)
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半導体プロセス評価SEM"S-7840”
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メモリの高集積化が64Mビットから256Mビット

へと進む中で,前⊥程の歩留りの維持･向上は,絶

えず求められる課題である｡

フェイル ビット マップ不良解析システム

"HS5()∝)”は,メモリ テスト システムで得られた1く

良ビットマップにより,前工程の不良解析や歩留り

推移のモニタリングに利用できる有効なツールであ

る｡不良ビットの特徴的な配列状況から不良を自動

的に分類する機能や,ウェーハスケールからメモリ

セルまでのマップを高速,高精度に表示できる機能

により,マクロ的な解析だけでなく,メモリセル単

位でのミクロ的な詳細解析も可能にした｡

(口立電子エンジニアリング株式会社)

ールビットマップ不良解析システムの表示例

次世代半導体パッケージ"CSP”製造システム

はんだパンフ ポリイミドテープ

轡蛸
TESSERA方式CSP構造

表夢

園
ポッティング装置

CSP リードボンダ

CSPチップマウンタ

CSP製造システム

田小型･高速ダイボンダ
高スループット･多占占種生産対応の小型･高速

のダイボンダ"DB-500”を開発した｡

〔主な特徴〕

(l)ボイス コイルモータを駆使したボンディン

グの高速化と荷重のディジタル制御

(2)治工具交換なしでの短時間品種切換機能

(3)コレットとニードルの高精度Z軸制御による

ダイピックアップ時の低ストレス化

(日立東京エレクトロニクス株式会社)

(発売時期:1998年4月)

次世代半導体パッケージ"csp(Chip Size

Package)”の量産に対応する,けBGA(MicroBall

GridArray)用エラストマ付きテープを用いた,

ReeltoReel方式のCSP製造システムを開発した｡

〔主な特徴〕

(1)チップマウンタ:高速･高精度マウント,高

信頼荷重制御

(2)リードボンダ:高速･高精度個別リード成形

制御,ロータリヘッド式任意方向ボンディング

(3)ポッティング装置:高粘度レジン対応,一貫

ベーク

(日立東京エレクトロニクス株式会社)

(発売予定時期:1999年1月)
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GMRヘッド用絶縁膜スパッタリング装置

従来のヘッドから情報再生能力の高いGMR

(GiantMagnetoresistive)ヘッドヘの移行に対応し

て,GMRヘッド用の中間膜や保護膜の成膜を目

的としたバッチ式サイドスパッタリング装置を開

発した｡

〔主な特徴〕

(1)高い膜厚均一性を実現:±3%以内(基板内,

基板間)

(2)基板のガス冷却構造により,基板の取扱性を

大幅に改善

(3)24型(6lcm)径の大型ターゲットを採用し,

多数基板の一括処理が可能

(発売時期:1998年2月)

580mm径イオンミリング装置
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580mm径イオンミリング装置"】ML-580TW”

大型基板対応LCD用プラズマCVD装置

液晶パネル用プラズマCVD(ChemicalVapor

Deposition)装置"DL-6000”は,液晶ディスプレイ

基板の大型化に対応したもので,680×880mm基

板への成膜を高スループットで実現する｡

〔主な特徴〕

(1)高スループット:プラズマ閉込め型電極採用

による高速成膜と,マルチ成膜室による並列処理

で高スループットを実現

(2)低ランニングコスト:独自の電極構造により,

ガスと電力の消費量を低減

(3)高稼動率:オンラインガススクリーニングの

採用により,成膜窒の開放清掃頻度を大幅に低減

(国際電気株式会社)
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GMRヘッド用絶縁膜スパッタリング装置

ハードディスク用磁気ヘッドスライダ加工装置

では,生産性の観J了から,大U径のバッチ式イオ

ンミリング装置が多用されている｡580mm径と

いう殻大級のイオン源を搭載した従来のミリング

装置の特徴を生かし,さらに高均一な加工が可能

で,小型･軽量化を図った新宅せイオンミリング装

置"IML-580TW”を開発した｡

〔主な特徴〕

(1)小型化(従来機種比50%減),軽量化(同20%減)

(2)高均一加工:加工面の分布±l.5%以内

(3)バッチ式でのスルーザウォール対応

(4)基板交換作業時間の低減

(発売時期:1998年12月)
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大型基板対応LCD用プラズマCVD装置"DL-6000”




